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采用氮化镓场效应晶体管(eGaN® FET)的 
无线电源传送解决方案 

宜普电源转换公司 

eGaN® FET  
昂首阔步前进 



www.epc-co.com.cn 2 EPC  - The Leader in eGaN® FETs   Electronica Asia 2014   

   议题 

• 无线电源拓扑概述 
• 每种拓扑所取得的无线电源结果 
• 总结 
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• 输出功率 < 30 W 

• 松散耦合、根据A4WP标准的6.78 MHz（ISM频
带） 

• 探讨不同的拓扑： 
• D类放大器（电流及电压模式） 
• E类放大器 
• ZVS电压模式的D类放大器 

 

 概述 

3 
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无线线圈组合概述 
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为易于比较不同拓扑而简化了的线圈组合表述 
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   实验性设置 
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传统的电压模式D类放大器 
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• 开关电压额定值 = 供电(VDD） 
• 需要具电平转换功能的栅极驱动器 
• COSS 对损耗的影响非常重要 
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电压模式D类放大器的效率 
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负载对电压模式D类放大器效率的影响 
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电流模式D类放大器 
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• 与MOSFET相比，EPC2012场效应晶体管的品质因数较低 

• COSS被匹配网路吸收 
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电流模式D类的效率 
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负载对电流模式D类效率的影响 

•Fixed 5.5 V supply  

EPC 2012 
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E类放大器概述 
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• 开关电压额定值 = 大于3.56·Supply (VDD) 
• COSS被匹配网路吸收 
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E类效率为负载的函数 
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E类放大器的热性能 

EPC2012 

LM5113TM 

• 不需要散热器 

• 30 W , 负载为20.2 Ω  
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在E类放大器采用eGaN FET与MOSFET的
总功率损耗的比较 
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ZVS电压模式D类放大器  
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•ZVS 谐振电压经由COSS过渡 

•由于eGaN FET具较低COSS，因此引致较高占空比 

•可实现最高系统效率 
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ZVS电压模式D类放大器的效率 
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负载对ZVS电压模式D类放大器效率的影响 

Fixed 26 V supply  
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ZVS D类放大器的热性能 

• 不需要散热器 
• RDCLoad = 35 Ω, Vin = 42 V, Pout = 35 W, f = 6.78 MHz 

EPC2007 

LM5113TM 



www.epc-co.com.cn 21 EPC  - The Leader in eGaN® FETs   Electronica Asia 2014   

ZVS D类放大器品质因数的比较 
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在ZVS D类放大器采用eGaN FET与MOSFET的总

功率损耗的比较 
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总结  - 效率结果 
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   总结 

• 无线电源传送是目前功率晶体管业界最具发展潜力
的市场 

• ZVS D类放大器展示了它大有希望可为无线电源传
送应用提供简单、低成本及高效的拓扑。氮化镓场
效应晶体管可实现更高占空比及更高效率。 

• eGaN FET在使用6.78 MHz及13.56 MHz频率的所有
拓扑可实现最高效率  

• eGaN® 技术为颠覆性创新技术 
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The end of the road 
for silicon….. 

 
is the beginning of 

the eGaN FET 
journey! 
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